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Si 太陽電池の変換効率の向上を目指して Rib 型 Si 太陽電池の開発を進めている。これまで
は、平坦な Si ウェハを用いてのプロセス開発ならびに初期的な太陽電池特性を報告してきた
が、今回は、光電流の大幅な増大を目指して、両面をテクスチャー化した Rib 太陽電池を試
作し、特性評価を行った。 

KOH を用いた異方性エッチングによる Rib 構造作製のプロセスは、すでに文献(1)などに詳
しく記載されている。KOH を用いてウェハ薄型化のためのエッチングを行うと、基板として
テクスチャーウェハを用いても、KOH によるエッチング後には、薄型化された部分からは、
もともとの凹凸構造は消えてしまい、長波長側の外部量子効率（EQE）を増加させることが
できなかった。そこで、今回は、Rib 加工のための KOH による異方性エッチングの後で、凹
凸化のエッチングを行った。これによって、Fig.1 に示すように、全面がテクスチャーされた
Rib ウェハの作製に成功した。 

両面がテクスチャー化された Rib-Si ウェハを用いて、ヘテロ接合型太陽電池の試作を行っ
た。ヘテロ接合の形成には、a-SiOx:H パッシベーション膜を用いている。Rib 構造を用いずに
テクスチャー構造を有するセルで変換効率 20.5%（面積 1cm2）を、また薄い領域が 80m の
Rib 構造では Voc=684mV, Isc=36.4mA/cm2, FF=0.79、変換効率 19.7%が得られた(Table 1)。 

 

Table 1 Performance of Rib-Si solar cells（AM1.5, 100mW/cm2, 25℃, cell area: 1cm2） 

セル構造 Voc (mV) Isc (mA/cm2) FF Efficiency (%) 

Without Rib, ウェハ: 280m、FZ n-Si  713 36.9 0.78 20.5 

Rib: 80 m, ウェハ: 280m、FZ n-Si 681 36.4 0.79 19.7 

Rib: 40 m, ウェハ: 100m、FZ n-Si 685 34.4 0.78 18.3 
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Fig.1 SEM cross sectional view of textured Rib-Si wafer. 
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